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Erfindungsanspruch:

1. Verfahren zur Oberflichenglattung >1um dicker einkristalliner SOI-Schichten, die sich durch
Abscheidung und Rekristallisation einer Schicht aus polykristallinem Material auf einer auf sinem
Halbleitermaterial aufgebrachten Isolierschicht ausbilden, dadurch gekenn zeichnet, da nach der
Erzeugung der einkristallinen Schicht durch Rekristallisation, diese einen Atzprozel mit HCI-Gas
und anschlieBend einem einkristallinen AufwachsprozeR einer Schichtquellensubstanz bei einer
Temperatur von 900°C~1260°C und einem Aufwachsratebereich von 0,1-1,5um - min~", fir die
Dauer der Anlagerung der Quellensubstanzatome in den Rauhtiefen der einkristallinen Schicht
ausgesetzt wird.

2. Verfahren nach Punkt 1, dadurch gekennzeichnet, da die Schichtquellensubstanz eine
Konzentration von 0,01-1 Mol-% aufweisend, in ein Wasserstoffgas eingegeben wird.

Anwendungsgeblet der Erfindung

Die Erfindung betritit ein Verfahren zur Oberflichenglittung dicker SOI-Schichten, die der Ersteliung dielektrisch isolisrten
Halbleiteranordnungen und damit der Hes stellung von Halbleiterbauelemaenten mit besondercn Eigenschaften, wie
beispielsweise Strahlungsfestigkeit disnen.

Charakteristik der hekannten technischen Lasungen

Die Erzeugung dicker einkristalliner Siliciumschichten auf einen mit einem Isolator versehenen Halbleitersubstrat mittels eines
durch sinen Energiseintrag initiierten Rekristallisationsprozesses, bedingt das Auftreten einer relativ groflen
Oberflachenrauliigkeit der einkristallin ausgebildeten SOI-Siliciumschicht, derer: Ursache bereits ir: der Abscheidung dicker
polykristalliner Siliciumschichten begriindet ist, da deren Oberflichenrauhigkeit Gber den RekristallisationsprozeB erhalten
12iLt. Diese Oberflichenrauhighait ‘virkt sich negativ auf die nachfolgenden ProzeBschritte aer tierstellung von
mikroelektronischen Bauelementen in diesen Schichten aus, deren Ergebnis an die Ebenheit dieser Flichen gebunden ist, wie
heispieisweise Lithografie und Metallisisrung. Des weiteren bewirkt sine derartige Oberflichenrauhigkeit Verdndarungen in den
Funktionsparametern der Bauelementastrukturen, da dabei Oberflichendurchbriiche der Bauelemente zu erwarten sind. Zur
Beseitigung der diese negativen Auswirkungen aufweisenden Oberfidchenrauhigkeit der rekristallisierten Siliciumschicht sind
dabei eine Reihe von Verfahren bekannt geworden. Danach wird die Oberfiichenrauhigkeit durch abrasiven Abtr. j der
abgeschiedenen polykristallinen und anschlieBend rekristallisierton Siliciumschicht vermindert. Nachteilig an diesem Verfahren
‘st der aufwendige Polierpra:ze8 mit dem eine Homogenitat der SOI-Schichtdicke, sowoh! Gber deni einzelnen Wafer, als auch
Gber grdBere Substratscheibenchargen nur sehr schwer zu garantieren ist, da in diesem Proze8 auBer den an den Scheiben
aufirc.cnden Planparailelititsfehlern auch raachanisch induzierte Stdrungen in der Schichtoberfliche auftreten, die die
Erzeuguny hochinteg ierter elehtionischer Bauelemedie siark behindarn. Beim mech.-chem. Potierrrore? wird dos pich-valiey
Verhéitnis weiter 2u Ungunsten versch.oben und eine nur ungenlgenden Glittung der Schichtobe: 1iche bezin'ich der
Herstellung von hochintegrierten Bauelementestrukturen erreicht. Auch sind Verfahren zur Herstellung der rekristallinen
SOi-Schicht bekannt, die nach Abscheidung und Rekristaiiisation einer diinnen SOI-Scinich® von etwa 0,5um die notwendige
Endschichtdicke fir die Herstellung von Halbleiterbauelemanten mittels eines Epitaxieprozes <es erreichen. Die so hergesteiite
Schicht zeichnet s.ch dabei durch sine relativ gut geglittete Obe:'Ache aus. Nachteilig dabei ist die Entstehung von linearen
Strukturen in de Epitaxieschicht, wwelcha durch die fir dGnne rekristallisierte SOI-Schichten typischen Defekte bedingt sind,
und die Ausbildung sines Versetzungsnetzwerkes auch in des Epitaxieschicht nach sich ziehen. Das Aufireten dieser und weiterer
auch makroskopischen Schichtbaufehler (spikes) schrir.kt die Einsatzmdglichkeiten derartig hergesteliter SOI-Schichten stark
ein, da die Schichtbaufehler (spikes) selbet in geringei Anzahl einige Waferprobleme beispielsweise in der Fotolithografie nach
sich ziehen.

Ziel der Erfindung

Ziel der Erfindung ist es, ein Verfahren zur OberflichenglBttung dicker SOI-Schichten zu schaffen, das eine reproduzierbare
Planparallelitit ders rekristaliisierian Halbleitermaterialschicht und eine im wesentlichen defektfreie Gléttung der
Schichtoberfliche der rekristallisierten Schicht gewabhrleistet.

Dariegunn des Wesens der Erfindung

Der Erfindung lieg: dabei die Aulg..oe 2ugrunde, ein Verfahren zur Oberflichenglittung dick 2r SOI-Schichten zu schaffen, daB
eine Glattung der Gberfliche der rekristallisierten Halbleitermaterialschick. -.urch ein Ausfillen der Rauhtiefen dieser Oberfliche
ermoglickt. Diese Aufgabe wird durch das Verfahren zur Oberflichenglattung > 1um dicker einkristalliner SOI-Schichten, die
sich durch Abscheidung und Rekristallisation einer Schicht aus polykristallinem Material auf einer auf eincm Halbleitermaterial
aufgebrachten Isolierschicht ausbilden, erfindungsgemaB dadurch geldst, daB nach der Erzeugung der einkristallinen Schicht
durch Rekristallisation, diese einem Atzprozets mit HCI-Gas und anschlieBend einem einkristallinen AufwachsprozeB siner
Schichtqueliensuictanz bei siner Temp .iatur von 90G°C~1260°C und einem Aufwachsratebereich von
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0,-1,5um - min~", fir die Dauer der Anlagerung der Quellensubstanzatome in den Rauhtiefen der einkristallinen
Schicht ausgesetzt v.ird. Die Schichtqueliensubstanz kann dabei in sinr Konzentration von 0,01-1 Mol-% in sinem
Wasserstoffirigergas enthalten sein.

AusfGhrungsbetapiel

Die Erfindung soll anhand eines Ausfihrungsbeisplals niher srilutert werden. Auf einem oxidierten Siliciumwafer wird zundchst
eine Bum dicke SOI-Schicht durch einen Rekristallisationsproze8 erzeugt. Die durch die Abscheidung der polykristallinen
Ausgangsachicht bedingte Rauhtiefe von stwa 300nm hat sich durch das fir den RekristallisationsprozeB erforderliche
Deckschichtsystem konserviect. Nach der Entfernung des Deckschichtsystems und dem Uberiitzen der einkristallinen SO
Schicht im Epitaxiereaktor durch Einleitung von HCH-Gas in diesen, wird vorzugsweise die rekristallisierte Schicht auf dem
Siliciumwafer gelitzt. Die Atszeit betriigt dabei etwa 5-203. Der Epitaxiersaktor wird danach jo Minute von etwa 200! H, als
Triigergas durchstrdmt, weiches 0,05 Mol-% der Schichtquellensubstanz SiCl, enthiit. Fir die Abscheidung der
QueHensubstanzatome an den Kanten und Stufen der Oberflichenrauhigkeit wird eine Temperatur im Epitaxiersaktor von
1160°C eingestelit. Die Erzeugung der sinkristallinen Abscheidung des Materials in den Rauhtiefen wird dabei durch die

ProzeBbedingungen dahingehend beeinfluBt, dsB dis Siliciumatome ein beschleunigtes laterales Wachstum am Boden der
Sen#~n, der Rauhtiefsr, aufweisen.
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